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-B)を用いて回折パターンを測定した｡図2(a)

は得られたX線回折パターンの一例を示し､また

走査電子顕微鏡による表面写真を図2(b)に示す.

図2(a)からYBCOはSrTiOの結晶配向と殆んど

一致しており､結晶性が非常に良いことが分る｡

この膜の臨界温度Tcは87Kである｡なおアニー

ル温度や基板温度を若干かえると配向性は大きく

くずれてくる｡

他方M90基板上に成膜したYBCOのⅩ線回折

パターンを図3に示す｡図2(a)で得られたYBCO

程配向性はシャープではないが一応結晶性はうか

高温酸化物超伝導体が発見さ

れて以来､その発現機構やデバイス化が懸命に研究されている｡

当研究室では高温超伝導体をICなどの配

線に用いる可能性を探るために､

マイクロストリップ線路用の高温超伝導薄膜を製作してきたOここで

はその製作方法と､得られた薄膜の特性を分

析センターの機器を使用して測定した

結果について述べる｡

高温酸化物薄膜素子の製作1

)･2)･3)現在高温超伝導薄膜の製作には種々の

方法が用いられているが､当

研究室では図1に示す対向電

極スパッタリング装置を用い

て､YBCO薄膜の製作を行ってい

る｡基板はSrTiO 3 (110

)とM90(100)の2種類を用い

た｡まず､Y20｡､BaCOい

CuOの組成比をMgO基板用には1:2:3､SrTiO8基板用には1

:2:3,6の比率で焼結 して20m/m◎のスパ

ッタ用ターゲットを製作する｡これを装

置に取り付けてスパッタリン

グを行い薄膜を作成する｡製

作条件の一例を表1に示す｡

成膜に当ってはスパッタ後のアニーリング温度と酸素量が

大切である｡薄膜素子の特

性SrTiO｡上に成膜したYBCO
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5′Trl図2 SrTiO3基板上の

YBCOの(a)Ⅹ線回折パターン (b)表面写真

がうことができる｡この膜のTcは67Kで

あった｡またM90基板にスクリーン印刷法で作成

したYBCO厚膜のX線回折パターンを図4に示す

｡この厚膜のTcは90Kで非常によい超伝導膜が

できていることが分る｡薄膜のYBCOのTcが

低い理由は酸素が不足していることに原因があると

思われる.なおスクリーン印刷法でYBCO厚膜

を作成するプロセスを表2に示

す｡この方法による厚膜の作成は比較的手軽にで

きる｡さらに､得られた膜の組成を調べるために複合

表面分析装置(ESCA/AES)を用いた｡当

初､膜が超伝導にならない時に､その組成分析を

行ってターゲット作成時の各原料の組成比を変えて､丁

度膜の組成比が1:2:3になるように試行錯

誤を繰返してターゲットを作成した｡なお図

5にAESによる膜の状態分析 (表面)の一例を

示す｡さてこのようにして得られた薄膜の抵抗一

温度特性を求め､Tcを確認した｡測定方法は

薄膜をジグに取りつけてこれを液体ヘリウムの容

器に挿入し4端子法によりその膜の固有抵抗を求めた｡ ltlJ Il.lJ l●､Il ll.ll

Sl.11 6l.1■ 74.ll Jl.l

J図3 MgO基板上のYBCO薄膜のⅩ

回折パターンll.Il lI.IJ Sl.H 171● Se●● 6

)､II Jl.IJ IJ.Il図4 MgO基

板上のYBCO厚膜のⅩ回折パターン表2 YBCO厚膜
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図5 ASEによる膜の状態分析(表面)

固有

抵抗一温度特性図を示す｡(a)はアニール温度が715℃､(b)は72

0℃､(C)は725℃の場合の特

性である｡(b)の試料はTc-88

Kで最も良い試 q料である｡

このようにアニール時の こ温度が超伝

導薄膜素子の作成に非常に影響して

いることが分る｡図7はMgO基板上に成膜し

たYBCO膜の固有

抵抗一温度特性図を示す｡Tc-70Ⅰ(近傍の素子は得られる

が77K以上の素子は得られていな

い｡
酸素の含有量 に原因

があると思われる｡ ULLれCPHl Tニール亜JI(

T

･); ■M (附↑[LLLxIt-
～8-0(IL

LU･t])d 図6
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T (7()図7 MgO基板上のYBCO厚膜の

固有抵抗一温度特性あとがき以上のようにスパッタリング装置により､一応

超伝導薄膜素子


